
第９章 メモリとプログラマブルデバイス 

 
1. RAM (Random Access Memory) 

○ 2 次元アレイ状に並んだ、1 ビット記憶のひとつを、アドレス信号により指定して、

記憶データを読み出すか、もしくは外部からデータを書き込むことができる。 このよ

うな高速な読み出し、書き込みを“ランダムアクセス”と呼ぶ。 

○ 電源を切ると、一般にはデータが消滅する（揮発性）である。 

（a） SRAM  図９・１ 

1 ビットのメモリは NOT ゲート 2 個と NMOS 2 個が一般的 

D-FF を 2 次元的に配置しても実現できる。 

特徴：DRAM に比べて、1 ビットメモリの回路規模が大きく、高コストであるが高速性

があるので、コンピュータキャッシュメモリや、小規模高速メモリ用途に使用される。 

（ｂ）DRAM 図９．３ 

1 ビットのメモリはコンデンサ 1 個と NMOS1 個が一般的 

○コンデンサにより微小な電荷を蓄積することで、’1’か‘０’の情報を記憶する。 

○上記微小電荷は漏れ電流により時間とともに減少するので、“リフレッシュ”と呼ば

れる動作「データを読み出して、再度書き込みをする」を行っている。 

 

問１．D-FF を用いて、16 ビットの SRAM メモリを設計せよ。 

クロック信号を CLK 

アドレス信号を A0, A1, A2, A3 

書き込み・読み出し制御信号を  WE  

データ入力を DIN 

データ出力を DOUT 

とする。 
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